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Baronissi, 29 Novembre 2007
Programma di Short Term Mobility “Proprietà superconduttive di film sottili di Nb depositati su substrati nanoporosi di silicio”.

Proponente: Professor Carmine Attanasio, Laboratorio Regionale SuperMat CNR/INFM c/o il Dipartimento di Fisica “E.R.  Caianiello” dell’Università di Salerno.

Fruitore: Professor Serghej L. Prischepa

Relazione scientifica del proponente sui risultati della ricerca svolta dal visitatore

Durante la sua permanenza a Salerno presso il Laboratorio Regionale SuperMat CNR/INFM il Professor Prischepa ha svolto, nonostante il brevissimo periodo di soggiorno, un’intensa attività legata allo studio delle proprietà superconduttive di film sottili di niobio depositati su substrati di silicio poroso (diametro dei pori e distanza tra i centri dei pori tra i 5 ed i 40 nm). Su tali tali substrati precedentemente realizzati presso l’Università di provenienza del Professor Prischepa, la Belarus State University of Informatics and RadioElectronics, in Minsk, era stato già avviato a Salerno un dettagliato studio sperimentale delle proprietà di trasporto superconduttive di film sottili di Niobio di spessore di circa 10 nm. 

Lo studioso visitatore nei 10 giorni di permanenza presso i locali del Laboratorio Regionale SuperMat CNR/INFM ha preso parte concreta alla misura di transizioni resistive in presenza di campo magnetico esterno ed alla successiva determinazione del diagramma di fase di un film sottile di Niobio di spessore uguale a 12 nm su un substrato di silicio poroso con diametro dei pori di10 nm. La presenza di un cambio di pendenza nell’andamento del campo magnetico critico in funzione della temperatura per valori di H di circa 1 Tesla e la presenza contestuale di un minimo nell’andamento dell’ampiezza della transizione resistiva in funzione del campo applicato allo stesso valore di campo è stata interpretata come un effetto di matching tra il reticolo dei vortici e l’array periodico di buchi che agiscono come centri di pinning, vedi grafici 1 e 2 nell’allegato.ALLE

La visita del Professor Prischepa ha permesso inoltre di affrontare discussioni molto fruttuose circa l’interpretazione complessiva dei dati sperimentali e di gettare le basi per la stesura di una bozza di una pubblicazione scientifica che nel prossimo futuro sarà inviata, nella sua versione definitiva, ad una prestigiosa rivista internazionale nel campo della superconduttività.

                                                                                              In fede

                                          Prof. Carmine Attanasio


                                                              ALLEGATO
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Grafico 1. Andamento del campo magnetico critico in funzione della temperatura in un film sottile di Niobio (d = 12 nm) depositato su un substrato di silicio poroso (scala sinistra). Sulla scala destra è riportato l’andamento della derivata seconda del campo magnetico in funzione di T.
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Grafico 2. Ampiezza della transizione resistiva in funzione del campo magnetico esterno in un film sottile di Niobio (d = 12 nm) depositato su un substrato di silicio poroso. 
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